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摘 要

本實驗是研究高遷移率(mobility)的氮化銦磊晶薄膜特性研究。實驗樣本是採用有機金屬化學氣相沉積法(MOCVD)在藍寶石

基板(0001)上成長氮化銦薄膜，氮化銦薄膜結晶品質在高五三比(V/III ratio)下成長容易受到緩衝層影響而不能結晶出較好

品質的氮化銦薄膜，所以利用高溫氮化鎵(HT-GaN)、低溫氮化鎵(LT-GaN)和退火的藍寶石基板(annealing sapphire)做為複

合緩衝層提升氮化銦的磊晶品質。實驗樣本有改變成長溫度、壓力、氨氣流量三組不同磊晶參數所成長的氮化銦薄膜並量

測其特性，利用掃描式電子顯微鏡(SEM)做表面和側面的掃描，並利用X光繞射 (X-ray diffraction)確定氮化銦薄膜的結構特

性與結晶品質，以霍爾量測(Hall measurement)決定氮化銦薄膜內的載子遷移率和載子濃度，PL量測研究氮化銦薄膜的光學

特性，比較不同成長條件對氮化銦薄膜品質的影響。
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